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Известно, что интенсивные релятивистские электронные потоки (РЭП) часто 

демонстрируют сложные режимы динамики [1]. В частности, для них характерно 
развитие различных неустойчивостей, например, пирсовской, бурсиановской, 
тококонвективной, диокотронной, слипинг-неустойчивости и др. С одной стороны, 
развитие данных неустойчивостей может играть положительную роль, например, 
пирсовская и бурсиановская неустойчивости приводят к образованию нестационарного 
виртуального катода (ВК), на использовании колебаний которого основан целый класс 
мощных СВЧ приборов – генераторы (усилители) на виртуальном катоде или 
виркаторы [2,3]. С другой стороны, данные неустойчивости могут оказывать и 
негативное влияние на функционирование мощных СВЧ устройств и накладывают 
определенные ограничения на режимы их работы. Так, например, развитие тех же 
пирсовской и бурсиановской неустойчивостей ограничивает максимальный ток 
электронного потока, который может быть транспортирован без отражений через 
эквипотенциальное вакуумное дрейфовое пространство. Важным является вопрос о 
взаимодействии и сосуществовании различных неустойчивостей интенсивного 
электронного потока, т.к. при определенных параметрах системы выполняются условия 
для одновременного развития нескольких неустойчивостей [1]. Таким образом, 
исследование нелинейной динамики РЭП и возникающих в них неустойчивостей 
представляет собой важную задачу мощной вакуумной и плазменной электроники как с 
фундаментальной, так и с прикладной точек зрения. 

В настоящей работе было исследовано взаимодействие бурсиановской и 
диокотронной неустойчивостей. Взаимодействие данных неустойчивостей приводит к 
образованию виртуального катода (ВК) сложной структуры с несколькими областями 
отражения (электронными сгустками) в азимутальном направлении, вращающимися 
вокруг оси пространства дрейфа и формирующих вихревую структуру в пролётном 
промежутке. Управляющие параметры системы (ток пучка, индукция внешнего 
магнитного поля) определяют количество вращающихся в азимутальном направлении 
электронных сгустков в РЭП, причем с ростом тока их количество возрастает.  
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